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2 Physik und Technologie der Halbleiterbauelemente

2.1 PN-Ubergang

2.1.a) Nennen sie die 3 Vorraussetzungen des Shockleyschen Modells der
Diodenkennlinie

2.1.b) Zeichnen sie die reale Diodenkennlinie im Durchlassbereich

2.1.c) Nennen sie die physikalischen Ursachen fiir die Abweichung von der idealen
Kennlinie und ordnen sie die Ursachen den einzelnen Bereichen der Kennlinie
ZU.

2.2 Diffusion/ Ionenimplantat_ion
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2.2.a) Tragen sie die Dotierstoffkonzentration entlang der gestrichelten Linie in das
Diagramm ein. (homogene Substratdotierung beachten)

2.2.b) Kennzeichnen sie die xp Grenze der p-Wanne
2.2.c) Geben sie die Gleichung des zugehdrigen Diffusionsprofiles an.

2.2.d) Leiten sie aus den Fikschen Gesetzen die 1dimensionale Diffusionsgleichung
her
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n homogen dotiertes -




